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p, harakatchanlik 

 

parametrlar kiritilgan. 2 3 asosidagi materiallardan tayyorlangan termoelementlar 

anizotropiyasi, shuningdek, kristallanish jarayonida konsentratsiyaning bir xilligini 
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Ushbu ishda taklif etilgan model yordamida Si va Ge 

va tadqiq qilin

  

Holatlar zichligi, spektr, matematik model, taqiqlangan zona, 

nokristal va kristal materiyallar 

Taqiqlangan zonadagi holatlar masalasi muhim ahamiyatga ega masala 

h

ilgarroqda Mott tomonidan kiritilgan lokallashgan va lokallashmagan holatlarni 

cE  va vE  energiyaga mos keluvchi 

holatlar zichligi qiymatini N orqali belgilaymiz [1]. U xolda taqiqlangan zona 

chegaralari energiyalari quyidagi tenglama yechimidan aniqlanadi: 
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  (1)  

Berilgan uchun tenglama (1) ni sonli yechimini topishda taqiqlangan zona 

chegaral

Ec vE  valent zona chegarasida. U xolda tanlangan 

haroratda taqiqlangan zona kengligi TEg , Ec  va Ev  lar ayirmasi bilan 

aniqlanadi. 

TETETEg vc       (2) 
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N  ning qiymati eksperiment natijalari

TEg  ning qiymati mos ravishda, 7400 .Eg

Eg 66.0300   

energetik holatlar zich joyl

0<E<Eg(0) taqiqlangan zona. Endi munosabat (1) dan 660300 .Eg   holatiga 

N  ni aniqlaymiz. Boshlanishiga taqiqlangan zonada diskret holatlar mavjud emas 

deb qaraymiz(1- ilan sonli 

-rasmda 10 K  

[2]. 

Bu holat t

mumkin. Biz masalani soddalashtirishda energetik holatlarning termik kengayishi 

xanizmlarni inobatga olmay turamiz. Taqiqlangan 

1E , 2E , 3E   va valent zonasi 

shipi yaqinida  4E , 5E , 6E  uchta energetik holatlar mavjud deb qaraymiz (3-rasm). 

-rasmda nazariy hisoblangan taqiqlangan zona 

k

(punktir chiziq) lar keltirilgan. Past haroratda taqiqlangan zona kengligini 

holatidan chetlashadi.  

Nazariy hisoblarda bu chetlash

TEg  
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1-rasm. Turli haroratlar 

uchun 

holatlar zichligi spektri, 

 

2-rasm. TEg  Taqiq zonasini 

 

 

-- eksperiment,  model. 

3-rasm. Turli haroratlar uchun 

holatlar 

zichligi spektri, diskret 

holatlar mavjud. 

4-rasm. Taqiqlangan 

zonasini 

diskret holatlar mavjud. 

bilan yaxshi xolatda kelishadi. Bundan xulosa qilib, TEg  Nazariy xisoblarda bu 

chetlashish biz taqiql
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TEg  ning nazariy natijalari 

eksperiment natijalari bilan yaxshi xolatda kelishadi. Bundan xulosa qilib, TEg  

 kengligini haroratga 

 

Past 

haroratlarda Ge taqiqlangan zona kengligini kichik energiya tomonga egrilanishi 

-rasm). 

tijalari 

-ust tushadi[6]. 

xola

tushuntirib beradi.  

ADABIYOTLAR 

1. 

2 4-8.  
2. 

-312. 
3. 

 
c.231-237 

4.  Ibragimov R. Methodology of teaching physics in vocational schools //Science and 
innovation.  2023.  . 2.   . 206-210. 

5. Rahimjon I. Methods of conducting an experiment in physics in a credit-modular system 
//Academia Repository.  2024.  . 5.   . 203-205.  



 
 

189 

6. Ibragimov R. Kasb-
 2024.   . 

17-17. 

RUX OKSIDLAR ASOSIDA OLINGAN YUPQA QATLAMLARNING 

ELEKTROFIZIK VA OPTIK XUSUSIYATLARI: ILMIY VA AMALIY 

AHAMIYATI 

N.A. Sultonov, Z. Mirzajonov, F.T. Yusupov 

  

yusupov.fizika@gmail.com  

 

Annotatsiya. Mazkur maqola ZnO asosidagi yupqa qatlamlarning elektrofizik 

va optik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, ularning ilmiy va amaliy 

ahamiyatini yoritadi. Tadqiqot doirasida ZnO filmlarining elektr xarakteristikalarini, 

jumladan oqim chiqarish kuchlanishi va ideal faktor kabi parametrlarni tahlil qilindi. 

Shuningdek, fotolyuminestsensiya (PL) spektrlari orqali filmlarning yorqinligi va 

kristall sifati baholandi. X-ray difraksiya tahlili (XRD) yordamida ZnO filmlarining 

nanokristall tuzilishi aniqlandi.  

Kalit so'zlar: ZnO yupqa qatlamlar, fotolyuminestsensiya spektrlari, X-ray 

difraksiya tahlili (XRD), optoelektronik qurilmalar, quyosh panellari 

ZnO asosidagi yupqa qatlamlar olish va ularning elektrofizik hamda optik 

xususiyatlarini o'rganish sohasidagi ilmiy izlanishlar, ushbu materialning keng 

qo'llanilishi mumkin bo'lgan sohalarda muhim o'rinni egallaydi. ZnO yorug'lik 

chiqaruvchi diodlar (LED), quyosh panellari, sensorlar va boshqa ko'plab 

optoelektronik qurilmalarda keng qo'llanilishi mumkinligi bilan alohida ahamiyatga 

ega. Tadqiqotlarimizda, ZnO filmlarining elektr xarakteristikalarini tahlil qildik, 

jumladan, oqim chiqarish kuchlanishi va ideal faktor kabi parametrlar o'rganildi. 

Xususan, Ni-ZnO-pSi-Ni tuzilmasi uchun volt-amper xarakteristikalarida omik, 

kvadratik va kubik mintaqalar aniqlandi, bu tuzilmalarning diod kabi xulq-atvori va 

minimal sizinti oqimini ko'rsatadi. Fotolyuminestsensiya (PL) spektrlari ZnO 

filmlarining yorqinligi va kristall sifatini namoyish etdi, bu esa yuqori sifatli optik 


